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I. Sachverhalt und Antrdge

Die am 31. August 1978 eingegangene und am 2. Mai 1979
verdffentlichte europdische Patentanmeldung Nr. 78 100 799.2
(Verdffentlichungs-Nr. 0 001 549), fiir welche eine Priori-
tdt vom 19. Oktober 1977 aus einer Vomnmeldung in der Bun-
desrepublik Deutschland in Anspruch genommen ist, wurde
durch Entscheidung der Priifungsabteilung 044 des Europdischen
Patentamts vom 26. November 1980 zuriickgewiesen. Die Zurilck-
weisung wird damit begriindet, daﬁ die Drucktrommel nach dem
zum Zeitpunkt der Zurﬁckweiéung vorliegenden Anspruch 1

in Ansehung des in den Zeitschriften "Phvsics Today" Okto-
ber 1976, S. 31 und "Journal of Non-Crystalline Solids" 3,

1970, S. 263 offenbarten Standes der Technik zwar neu aber

nicht erfinderisch im Sinne des Art. 56 EPU sei. Unter Ein-
beziehung des weiteren Standes der Technik nach der DE-A-

1 965 323, nach S. 24 in "Physics Today" und nach der DE-A-

2 632 987 sei auch in den Merkmalen der abh&dngigen Anspriiche
2 bis 4 nichts Erfinderisches zu erkennen. Dies treffe auch
fiir das Herstellungsverfahren nach Anspruch 5 filir eine Druck-
trommel nach den Anspriichen 1 bis 4 in Anbetracht der DE-A-

2 632 987 zu. |

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin mit dem am 15.
Dezember 1980 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung der -
Beschwerdegebiihr Beschwerde erhoben und diese mit dem am
25. Februar 1981 eingegangenen Schriftsatz begriindet. Nach
Aufforderung durch die Kammer hat die Anmelderin am 31.
August 1981 MeBdaten iiber die elektrischen und photoelek-
trischen Eigenschaften von nach dem anmeldungsgemdBen Ver-—
fahren hergestellten amorphen Siliziumschichten eingereicht.
Auf Vorschlag der Kammer hat die Anmelderin mit dem am 6.
November 1981 eingegangenen Schriftsatz neue Anspriiche 1
bis 7 vorgelegt, deren unabhdngiger Anspruch 1 unter Ein-
fiihrung einer Gliederung im kennzeichnenden Teil folgen-

dermaBen lautet:




"Verfahren zur Herstellung einer lichtempfindlichen, elektrisch

aufladbaren Oberflichenschicht auf einer Drucktrommel fiir |

elektrostatische Fotokopierverfahren, dadurch gekennzeichnet,

a) daB in ein evakuierbares GefdB eine Silizium und Wasser-

stoff enthaltende gasfdrmige Verbindung eingeleitet wird,

b) daB eine Niederdruck-Glimmentladung zwischen der im Innern
des GefdBes befindlichen, zu beschichtenden Drucktrommel
und einer dazu konzentrisch angeordneten CGegenelektrode
aufrechterhalten wird, so daB sich unter der Einwirkung
des Glimmentladungsplasmas die Silizium und Wasserstoff
enthaltende gasfdrmige Verbindung unter Abschneidung von

amorphem Silizium auf der Drucktrommel zersetzt und

c) daB widhrend der Abscheidunc die Oberfldche der Druck-
trommel auf einer Temperatur von 200 bis 300°C gehalten

wird."

Die abhdngigen Anspriliche 2 bis 7 betreffen weitere Ausgestal-

tungen des Verfahrens nach Anspruch 1.

Am 23. November 1981 sind eine neue Beschreibung und eine
neue Zusammenfassung eingegangen. Die urspringliche einzige

Figur ist noch gliltig.

3. Die Anmelderin beantragt,

die Entscheidung liber die Zurlckweisung der europdischen
Patenténmeldung aufzuheben und offensichtlich die Ertei-
lung des Patents auf der Grundlage der vorstehend ange-
fihrten Unterlagen.

Antrag auf miindliche Verhandlung wurde nur hilfsweise ge-
stellt. -

ITI. Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der

Regel 64 EPU. Die Beschwerde ist daher zulédssig.




Zur Neuheit ist festzustellen:

Drucktrommeln fiir elektrostatische Fotokopierverfahren wei-
sen eine lichtempflindliche, elektrisch aufladbare Oberfli-
chenschicht auf und erfordern einen Herstellungsprozess, sO
daB die Gattung allgemein bekannt ist. In dem Artikel iber
"Amorphe Halbleiter" in der Zeitschrift "Physics Today" Ok-
tober 1976, Seiten 23 - 31, ist auf Seite 31, linke Spalte
erster Absatz in Verbindung mit der Abbildung auf der gleichen
Seite die Verwendung von amorphem Material und zwar von amor-
phem Selen also nicht von amorphem Silizium, als Oberfldchen-
schicht auf (ebenen) Druckelementen flir elektrostatische Fo-
tokopierverfahren angegeben. Auf das Herstellungsverfahren sol-
cher Schichten wird an dieser Stelle nicht eingegangen (Gat-

tungsbegriff teilweise).:

Im zweiten Absatz der rechten Spalte auf Seite 24 der gleichen
Druckschrift ist ganz allgemein ausgefihrt, daB amorphe Sili-
ziumschichten mit Hilfe einer Hochfrequenz-Glimmentladung in
einer Silah—Atmosphére (Merkmal a vollstdndig und Merkmal b
teilweise) hergestellt werden kdnnen. Uber die Mittel zur Er-
zeugung der Entladung (Elektroden oder Spule) und damit Uber
den Rest des Merkmals b ist nichts ausgesagt, ebensowenig iliber
die Substrattemperatur (Merkmal c). Im Hinblick auf die Ver-
wendungsm&glichkeiten von amorphem Silizium ist in diesem Ab-
satz lediglich mitgeteilt, daB es sich nach Einbau eines p-n-
iberganges wdhrend der Glimmentladung zur Herstellung von So-
larzellen eignet. Eine Beziehung zur Gattung des Anspruchs 1
liegt somit nicht vor. '

Fiir den vorliegenden Zweck ist die Verwendung von amorphem
Selen auch in dem von der Anmeldefin in der Eingabe wvom 9.
Oktober 1980 zitierten Standardwerk von R.M. Schaffert "Elec-
trbphotography“, Ausgabe 1975, Seiten 260, 261 und Inhaltsan-
gabe Seiten 8 und 9 angegeben. Jedweder Hinweis auf die Brauch-
barkeit von amorphem Silizium als latenter Bildtrédger bei
elektrostatischen Fotokopierverfahren fehlt. Bei mangeinder
Spezifizierung des Druckelementes als Trommel (Cattung daher

nur teilweise) vermiBt man s&mtliche kennzeichnenden Merkmale.



Die DE-A-1 965 323 betrifft mehrlagige fléchenfﬁrmige Aufzeichnungs-

trdger fir latente elektrostatische Bilder und Verfahren zu ihrer
Herstellung. Bezlglich der verwendeten Werkstoffe ist lediglich
ausgefiihrt, daB die eine der durch Abscheidung erzeugten Zonen aus
Silizium ohne nihere Zustandsangabe bestehen kann, siehe Anspruch
12. Als Abscheidungsmethode zwecks Erzeugung der einzelnen Sicht-
anteile ist im Unterschied zum Gegenstand der Anmeldung nur die Auf-
Adampftechnlk erwshnt, siehe Seite 6, Zeile 9, Seite 7, Zeilen 2 und
19 und sidmtliche Ausfiihrungsbeispiele. Es fehlen demnach bei berelts
modifizierter Gattung (mehrlagige Schicht, keine Trommel) s&mtliche

kennzeichnenden Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1.

In der DE-A-2 632 987 sind Halbleiterbauelemente und ein Herstel-

lungsverfahren filir solche Bauelemente beschrieben. Der aktive Bereich

dieser eine Sperrschicht (p-n-Ubergang) aufweisenden Bauelemente
kann, wie die durch das beanspruchte Verfahren zu schaffende Ober-
flichenschicht, aus amorphem Silizium bestehen (Anspruch 8). Gem&B
Figur 3 mit dem dazugehdrenden Beschreibungsteil auf Seite 8 bis

Seite 10, Zeile 3, und den Anspriichen 8 und 9 wird die amorphe Si—

l1iziumschicht mit Hilfe einer Niederdruck-Glimmentladung (0,1 -

3,0 Torr, vgl. Seite 9, Zeile 4) in einer Silan-Atmosphdre (Merkmal a)

gebildet, wobei der zu beschichtende Trager die eine Elektrode dar-
stellt und eine weitere Gegenelektrode angeordnet ist. Bis auf die
trommelfdrmige Gestalt des Trdgers und der daraus resultierenden
Formgebung der Gegenelektrode (konzentrisch zur Trommel) liegt auch
das Merkmal b vor. Gemé8 Seité 9, Zeile 6 wird die Substrattempera-
tur zwischen 200 und 500°C eingestellt, so daB der im Merkmal c des
Anspruchs 1 niedergelegte Temperaturbereich von 200 bis 300°C einge-
schlossen ist. Die Festlegung der oberen Grenze auf 300°C geht aus
dieser Druckschrift nicht hervor, so daB Merkmal ¢ nur im Hinblick
auf die untere Grenze erfilillt ist.

Nach "Journal of Non-Crystalline Solids" 3, 1970, 255 - 270, sind
amorphe Siliziumschichten bekannt, die auf dem Wege einer Nieder-
druck-Glimmentladung in einer Silan-Atmosphdre (Merkmal a vollsté&n-
dig, Merkmal b teilweise) hergestellt sind, siehe unter 2.1 auf Sei-
te 256. Die Entladung erfolgt jedoch elektrodenlos, sO daB der Rest
des Merkmals b nicht gegeben ist. Irgendwelckhe Anwendungsdgebiete

fiir solche Schichten und somit auch die Cattung des Anspruchs 1

sind nicht erwdhnt.




Abweichend von der Gattung ist Gegenstand der nur im Prifungs-

verfahren angezogenen DE-B-1 277 015 ein aus einem Schichttra-
ger (z.B. aus papierdhnlichem Material) und mindestens zwel
verschiedenen, einen p-n-tibergang bildenden Halbleiterschichten
bestehenden elektrofotografisches Aufzeichnungsmaterial fir
elektrolytische Bildentwiéklung, wobei wenigstené eine der

_ Halbleiterschichten fotoleltfahlg ist. Im Hinblick auf die 4
Herstellung der Halbleiterschichten, deren eine und zwar gerade
die nicht fotoleitende aus Silizium ohne ndhere Zustandsangabe
pestehen kann, vgl. Spalte 3, Zeile 6 bis 8 in Verbindung mit
Anspruch 3 ist das Aufdampfen und das Niederschlagen aus einer
Losung (Sp. 4, Z. 31 bis 40) angegeben. Es liegt mithin keines

der kennzeichnenden Merkmale vor.
Der Anmeldungsgegenstand nach Anspruch 1 ist demnach neu.

zur erfinderischen Tdtigkeit ist festzustellen:

GeméB den Ausfihrungen im letzten Absatz auf Seite 1 und in den
beiden ersten Absdtzen auf Seite 2 der Beschreibung liegt dem
»Ahmeldungsgegenstand'die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemé&Bes
Verfahren anzugeben, bei dem eine Oberfl&chenschicht mit fol-
genden Eigenschaften entsteht:

hohe Lichtempfindlichkeit im Spektralbereich technisch Ublicher
Lichtquellen, spezifischer Dunkelwiderstand = 101%0. cm, Ermi-
dungsfreiheit auch bei Dauerbelastung, ausreichende Abriehfestig-
keit. Die fiir den vorliegenden Zweck bereits verwendeten Ober-
flichenschichten, insbesondere auch auf der Basis von amorphem
Selen, werden diesen Anforderungen nicht voll gerecht. So ist
beispielsweise bei Selenschichten der Bereich spektraler Empfind-
lichkeit wesentlich enger und es muB der mangelnden Abriebfestig-
keit von Seienschichten mit aufwendigen Schutzschichten begegnet
~ werden.

Bis auf dié einen reinen Erfahrungswert darstellende Mindestfor-
derung wvon 101%SL‘cm fiir den spezifischen Dunkelwiderstand ist
die Gesamtheit dieser Probleme der Fachwelt bekannt, vgl. hier-
zu die Ausfiihrungen auf Seite 2 und Seite 3 oben der DE-A-

1 965 323 (Empfindlichkeit liber einen groBen Spektralbereich,
hoher Dunkelwiderstand) und in dem Buch von Schaffert die Punkte
2, 3, 5 und 6 auf den Seiten 260 und 261.
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Die Aufgabenstellung veranlaBt die Fachwélt, nach Herstellungs-

verfahren und Werkstoffen Umschau zu halten, die Oberfl&chen-
schichten fir die in Rede stehenden Drucktrommeln ergeben, die
allen gestellten Anforderungen gerecht werden.

Die dabei in Betracht zu ziehenden Werkstoffe miissen als Grund-
voraussetzung iilber eine ausreichende Fotoleitf&dhigkeit ver figen
oder es muB ihnen eine solche durch das Schichtherstellungsver-
fahren veriiehen werden. Allein unter dem Aspekt der Fotoleit-
fihigkeit kdnnte der eine Sichtung des Standes der Technik tati-
gende Fachmann zun#dchst auf die Idee kommen, amorphes Silizium
in seine Uberlegungen einzubeziehen, nachdem es gerade auf Grund
dieser Eigenschaft bereits industrielle Anwendung zur Herstellung
fotoelektrischer Bauelemente, wie Solarzellen und Fotodetektoren
gefunden hat, vgl. die DE-A-2 632 987. Wie bei der Untersuchung

der Neuhelt bereits éusgefﬁhrt wurde, unterscheidet sich das Her-

" stellungsverfahren gemdB dem Kennzeichen des Anspruchs 1 von dem

Verfahren nach der DE-A-2 632 987 durch die Trommelgestalt des
Schichttrédgers (Merkmal b tellwelse) und den elngeschrankten
Temperaturbereich im Hinblick auf die obere Grenze (Merkmal c
teilweise).

In der DE-A-2 632 987 finden sich jedoch keinerlei Angaben uber
weitere notwendige Eigenschaften der dort beschriebenen amorphen
Siliziumschichten, die sie dem Fachmann als flir den vorliegenden
Zweck geeignet erscheinen lassen kénnten. So kommt es bei den
dort angefiihrten Halbleiterbauelementen (Solarzellen, Fotodetek-
toren) in erster Linie auf einen hohen Wirkungsgrad und nicht
auf einen hohen spezifischen Dunkelwiderstand an. Ein hoher spe-
zifischer Dunkelwiderstand von'mindestens'101%Il'cm, wird aber

gemdB der Aufgabenstellung gefordert.

Der Druckschrift "Journal of Non-Crystalline Solids" wird der
Fachmann bei der Vervollstdndigung seiner Informationen uber
amorphes Silizium sofort entnehmen, daB in einer Niederdruck-
Glimmentladung in einer Silan-Atmosph&dre (hier elektrodenlos)
hergestélltes Silizium keineswegs einen entsprechend hohen spe-
zifischen Dunkelwiderstand aufweist. So liegt nach der Fig. 2
auf Seite 258 und der Tabelle 1 auf Seite 259 der maximal er-
zielbare Wert bei ca. 1,5 - 101011 - cm, was die Aufgabe nicht
16st, und dies nur bei einer Substrattemperatur von ca. 80°C

bei der Schichtherstellung.
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Eine solch niedrige Substrattemperatur ist aber aus Grilinden
der oben erwdhnten erforderlichen Fotoleitfdhigkeit, vgl. die

Angaben auf Seite 263 dieser Druckschrift, undiskutabel.

~Die im "Journal of Non-Crystalline Solids" mitgeteilten Daten

iiber die Eigenschaften von in einer Glimmentladung hergestell-
ten amorphen Siliziumschichten muB8ten also den Fachmann abhal-
ten, der Verwendung solcher Schichten als latente Bildtrd&dger
auf dem Gebiet der elektrostatischen Fotokopierverfahren ndher
zu treten. Auch aus dem librigen im Verfahren befindlichen Stand
der Technik war auf Grund fachminnischer Uberlegungen nicht
herzuleiteh, daB die Herstellung von amorphen Siliziumschichten
in .einer zwischen zwei Elektroden brennenden Glimmentladung
(Merkmale a und b) dem amorphen Silizium gem der Aufgabenstellung
sdmtliche Eigenschaften - vgl. die von der Anmelderin vorgelegten
MeBdaten - verleiht, die es fiir die Verwendung als Oberflichen-
schicht auf Drucktrommeln fir elektrostatische Fotokopierver-

fahren besonders geeignet macht.

Ein weiteres Indiz fiir erfinderisches Tétigwerden ist darin-zu
erblicken, daB trotz der schnellen Entwicklung auf dem Gebiete
der elektrostatischen Kopierverfahren und des Bekanntseins von
amorphem Silizium seit l&ngerer Zeit, dieses bislang fir den vor-

liegenden Anwendungsfall unbericksichtigt geblieben . ist.

Nach den Darlegungen im "Journal of Non-Crystalline Solids"

sind dié elektrischen und fotoelektrischen Eigenséhaften von

in einer Glimmentladung gefertigten amorphen Siliziumschichten

in hohem AusmaBe von der Substrattemperatur bei ihrer Entstehung
abhdngig. Um zu gewdhrleisten, daB Schichten mit den geforderten
Eigenschaften gebildet werden, ist daher die Aufnahme einer Tem-
peraturvorschrift (Merkmal c) im Kennzeichen des Anspruchs 1 not-
wendig, welche einen KompromiB aus den Anforderungen an den
spezifischen Dunkelwiderstand einerseits und die Fotoleitfdhig-

keit andererseits darstellt.

Wie aus den Ausfiihrungen zur Neuheit hervorgeht, kdnnen auch

‘von den drei weiteren im Verfahreh befindlichen Druckschriften

("Physics Today", DE-A-1 965 323 und DE-B-1 277 015) keine

Anregungen fir das beanspruchte Verfahren ausgehen.
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Die Ausfiihrungen in "Physics Today" im Zusammenhang mit amor-
phen Siliziumschichten (Seite 24: Herstellung und Anwendung)
reichen mangels einer Entladﬁng zwischen Elektroden nicht ein-
mal an den in der DE-A-2 632 987 offenbarten Stand der Technik
heran und die Angaben iber latente Bildtrdger (Seite 31) gehen
nicht iiber "Schaffert" (nur amorphes Selen) hinaus. Die DE-A-

1 965 323 und die DE-B-1 277 015 beziehen sich weder auf die Her-
stellung von amorphem Silizium in einer Glimmentldung, noch ge-
ben sie irgendwelche Aufschlisse {iber die Eigenschaften von

amorphem Silizium.

Die erfinderische Leistung ist somit darin zu erblicken, ein
Herstellungsverfahren aufgezeigt zu haben, das von vornherein
keineswegs erfolgversprechend filir das vorliegende Anwenduﬁgs—-
gebiet erschien. Es handelt sich im vorliegenden Fall also nicht
um die bloBe Ausnilitzung "bekannter" Eigenséhaften eines weitge-

hend bekannten Herstellungsverfahrens.

Es ist mithin auch eine erfinderische T&tigkeit im Sinne der
Artikel 52 (1) und 56 EPU anzuerkennen.

Damit sind alle Voraussetzungen fir die Gewdhrbarkeit des An-

spruchs 1 erfiillt.

Die abhdngigen Anspriche 2 bis 7 betreffen vorteilhafte MaB-
nahmen zur Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1. Sie

kénnen sich daher dem Anspruch 1 anschlieBen.

Die geltende Beschreibung wird den Erfordernissen der Regel 27
EPY und die geltende Zusammenfassung den Vorschriften der Re-
gel 33 EPU gerecht.




III. Entscheidungsformel

Aus den dargéiégten Griinden h#lt die Kammer die Beschwerde

fiir begriindet. Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:

Die Entscheidung der Priifungsabteilung 044 des Europé&ischen

Patentamts vom 26. November 1980 wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zurﬁckverwieseh mit der
Auflage, ein europdisches Patent auf Grund folgender Unter-

lagen zu erteilen:

Beschreibung Seite 1 bis 6, eingegangen am 23. November 1981;

7 Anspriiche, eingegangen am 6. November 1981;

1 Blatt Zeichnung mit einer Figur, wie urspriinglich elngerelcht
Zusammenfassung, eingegangen am 23. November 1981, in Verbindung

mit der urspriinglich eingereichten Figur.

Der Geschdftsstellenbeamte Der Vorsitzende

gez. Rilickerl - gez. Kaiser




